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Opis

Szczegblnym typem laseréw opartych na GaN emitujgcych swiatto w zakresie widzialnym 380-
530 nm sg lasery z roztozonym sprzezeniem zwrotnym (ang. distributed feedback laser diodes, DFB LDs).
Charakteryzuja sie one jednomodowym widmem emisji. Stabilna praca i wysoki wspétczynnik ttumienia
moddéw bocznych sg wymagane do takich zastosowan jak: szybka komunikacja krétkiego zasiegu w
oparciu o plastikowe swiattowody, precyzyjne pomiary czasu przez zegary atomowe czy zaawansowane
czujniki oparte na interferometrii. Azotkowe lasery DFB nie s3 jeszcze dostepne na rynku ze wzgledu na
powazne ograniczenia materiatowe stopéw (In,Al,Ga)N, a mianowicie: niski kontrast wspdtczynnika
zatamania Swiatta i duze niedopasowanie sieci. Dotychczas demonstrowane koncepcje wytwarzania tego
typu przyrzadéw wykorzystujg technike elektronolitografii w celu wytworzenia siatki dyfrakcyjnej na
powierzchni paska laserowego.

W ramach projektu zostanie zaproponowane i zweryfikowane eksperymentalnie nowe podejscie
do technologii produkcji laserow DFB opartych na GaN, gdzie siatka dyfrakcyjna umieszczona zostanie
wewnatrz struktury, aby zapewni¢ jej wysokie sprzezenie z modem optycznym. Periodyczny uktad
kanatéw powietrze/GaN powstanie dzieki kombinacji technik elektronolitografii, implantacji jonowe;j i
trawienia elektrochemicznego. Trawienie lateralne umozliwi integracje siatki ze strukturg niebieskiego
lasera wytwarzanego metodg PAMBE.

Cel projektu:

Celem projektu jest weryfikacja koncepcji otrzymywania struktur fotonicznych wewnatrz
struktury azotkowej i ich charakteryzacja. Efektem kofncowym projektu ma by¢ wytworzenie struktury
lasera DFB metoda epitaksji z wigzek molekularnych z uzyciem plazmy azotowej (PAMBE), w ktérym
siatka dyfrakcyjna znajduje sie wewnatrz struktury, w szczegdlnosci ponizej obszaru aktywnego.

Wymagania:

- Kandydat/ka musi mieé¢ ukonczone studia wyzsze (mgr) na kierunku: fizyka, inzynieria materiatowa,
elektronika lub podobne lub podaé date planowanej obrony (przed 01.10.2021);

- znajomosc jezyka angielskiego;

- motywacja i che¢ do pracy;

- dobra organizacja i samodyscyplina;

- znajomos$¢ wiasciwosci materiatéw azotkowych i doswiadczenie w pracy w laboratorium clean-room
beda dodatkowym atutem.



